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6 处理器 Wrapper 和总线优先级 

处理器 wrapper 包括一个 cache，写入缓冲器，和 CPU 内核。总线仲裁逻辑决定每个总

线占用者的优先权。 
处理器 wrapper 有一个 8k 直接的内部存储器。内部存储器可以以 3 种方式采用。第一

是 8k 字节的存储空间作为 8k 字节的统一（指令或数据）cache（高速缓冲存储器）。第二，

内部存储器可以用作一个 4k 字节的统一 cache 和一个 4k 字节的内部 SRAM。第三，内部存

储器可以整个地用作 8k 字节的内部 SRAM。 
内部统一（指令或数据）cache 采用 4 种方式与某个 4 个字（16 个字节）的行建立链接

结构。它采用一种写穿式（write-through）的原则保持数据的一致性。当在 cache 中找不到

相应的内容（称为 cache miss），4 个字的存储内容从外部存储器连续地取得。它采用一种

LRU（最近使用最少）算法来提升命中的比率。统一 cache 通过有区别的方式来处理指令和

数据。 
内部 SRAM 主要用来减少 ISR 的执行时间。由于内部 SRAM 具有最短的操作时间，因

此能够减少 ISR 的执行时间。当然 ISR 在 SRAM 运行也是非常有效率的因为大多数的 ISR
代码都会引起 cache miss。 

总线仲裁逻辑可以决定总线占用者的优先级。总线仲裁逻辑支持一种 round-robin 优先

级模式和一种固定的优先级模式。同样 LCD_DMA, BDMA, ZDMA, nBREQ（外部总线控制

器）之间的优先级可以通过软件来修改。 

6．1Cache 的组织 

S3C44B0X 的 cache 有一个 8k 字节的 cache 存储器，4 个 RAM 标签和一个 LRU 存储器。 

6．2Cache 替换操作 

在系统初始化之后，CS 的值被设置为“0000”，这表示 set0, set1, set2 和 set3 cache 存储

器是无效的。当某个 cache 填充发生，特定行的 CS 的值改为“0110”，表明只有 set0 是有

效的。当并发的 cache 填充发生，…… 

6．3 cache 禁止操作  

S3C44B0X 的 cache 提供整个对 cache 进行使能/禁止的功能。你可以通过设置 SYSCFG
中的 CM 位为 01 或 11 来使能 cache，或者将 SYSCFG[2:1]设置为 00 来禁止 cache。如果 cache
被禁止，指令和数据将一直从外部存储器中获取。S3C44B0X 还可以在 cache 使能模式下提

供非 cache 区域，这样使能一些特殊的存储空间操作可以进行，例如 DMA 操作。通过 4 个

特殊的寄存器可以指定 2 个非 cache 区域，后面将会介绍到。 
当一个存储区域恢复 cache 功能时，保持它与源数据的一致性是非常重要的，因为 cache
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存储空间是不会自动刷新的。因此，你必须小心是否 DMA 操作改变了外部存储空间的数据。

允许 DMA 操作的存储区域应该设置为非 cache 区域，这样就保证了数据的一致性。

S3C44B0X 采用的是写穿式（write-through）的方法来保持 cache 和外部存储器之间数据的

一致。 
※写穿式(Write Through) 

  任一从 CPU 发出的写信号送到 Cache 的同时，也写入主存，以保证主存的数据能同步地更新。它的优

点是操作简单，但由于主存的慢速，降低了系统的写速度并占用了总线的时间。 

6．4 cache 刷新 

一个 cache 刷新能够重新使能 cache 操作。当 cache 被禁止，LRU RAM 可以作为一个通常

的存储器来操作。Cache 可以通过写入 0 到 LRU RAM 来实现刷新，并使得所有的 cache 数

据无效。 
注意：cache 刷新必须在 cache 禁止的模式下进行。 

6．5 非 cache 区域 

S3C44B0X 提供 2 个非 cache 区域。每个要求 2 个 cache 控制区域，控制区域展示了每个非

cache 区域的开始地址和结束地址。在非 cache 区域中，当发生了 cache 读未命中，cache 区

域中的数据不会更新。 
通常，cache 可以存储整个系统存储器内的任何数据，但是有时它需要非 cache 区域，因为

cache 不能跟踪外部存储设备的数据变化，如果外部设备的数据内容并不总是通过 cpu 对它

的读或写操作来更新的，例如允许 DMA 的存储器空间，或者 I/O 口，例如串口等。 
非 cache 空间的大小以 4KB 的块为单位增加或减少。结束地址必须指向下一个 4KB 的块。

例如，如果非 cache 的区域地址为 0x10000～0x22fff，则 NCACHEBEn 的开始地址值为 0x10，
结束地址值为 0x23。 

6．6 通过使用 cache 来提高程序的执行速度 

1． 将经常执行的 ISR 放置到内部 SRAM 执行。 
2． 让 ISR 不使用 cache，因为大部分的 ISR 代码执行时都会发生 cache 命中失败。而且在

ISR 执行完之后，cache 存储空间不能够再利用，它会立即被主程序代码覆盖。 
3． 将相关的、互相调用的函数共同执行，这样提高 cache 的命中率。 
4． 有时，如果将数据区域被设计为非 cache 区域，程序执行速度将会提高，因为大多数变

量不会被再利用。对不需要再利用的数据变量，恢复 16 字节的 cache 存储空间的动作将

是浪费的。 

6．7 内部 SRAM 

S3C44B0X具有一个最小 8KB的 4组相连 cache或内部SRAM。如果内部SRAM为 4KB，
另外 4KB 内部存储器可以用来作为 2 组相连 cache。内部 SRAM 的存储器操作周期为
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1MCLK。 
在每一个组的存储空间内，地址是连续增加的，在 TAG/LRU 中的地址按照 16 字节增

加。不要对内部地址空间：0x10003004～0x1000300f 进行操作。 

 
注意：cache 中的 tag3:0 和 LRU 必须以字（32bit）为单位进行读/写。tag3:0 和 LRU 的地址

的最低 3 位必须是 0。例如，如果你希望读 tag0 中 128 个项目中的第 2 个，你不应该使用地

址 0x10002004，而是 0x10002010。因此，tag0 中的地址为：0x10002000，0x10002010，
0x10002020，…，0x100027f0。 

 

6．8 写缓冲区操作 

写缓冲区操作，S3C44B0X 有 4 个写缓冲区寄存器来提高存储器的写性能。当写缓冲器模式

使能，CPU 不再将数据直接写入外部存储器而是将数据写入写缓存区。即便是外部总线已

经有其它 master 占用，例如 DMA 操作的情况下，也如此。 
写缓冲区模块在系统总线没有被别的更高优先级的 master 占用时，将数据写入外部存储器。

这样，CPU 的性能就提高了，因为 CPU 不需要一直等到写操作结束。 
写缓冲区具有 4 个寄存器。每个寄存器包括一个 32 位数据区域，28 位的地址区域和 2 位的

状态区域，如下图所示： 
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6．9 总线优先级地图 

在 S3C44B0X 中，有 7 种总线 master，LCD_DMA, BDMA0, BDMA1, ZDMA0, ZDMA1, 
Nbreq(外部总线 master)和 CPU wrapper。复位之后，这些总线 master 的优先级排列如下： 
1． DRAM 刷新控制器； 
2． LCD_DMA； 
3． ZDMA0,1 
4． BDMA0,1 
5． 外部总线 master 
6． 写缓冲区 
7． Cache 和 cpu 

LCD_DMA, ZDMA, BDMA 之间的总线优先级是可编程的，可以通过 SBUSCON 寄存

器来设置。如果不考虑 SBUSCON 的设置 CPUwrapper 始终具有最低的优先级。 
Round－robin 优先级模式或固定优先级模式是可以选择的。在 round－robin 优先级模式

中，已经被服务过依次的总线占有者将具有最低的优先级。通过这种方式，使得所有的 master
都具有相同的优先级。 

在固定优先级模式下，每个总线 master 的优先级都写在 SBUSCON 中，SBUSCON 寄

存器决定第 1 到第 4 个优先级的总线 master。 

6．10 特殊寄存器 

对于 CPUwrapper 块（包括 cache，write buffer，和 ARM7TDMI）。SYSCFG 寄存器控

制了系统的总体操作。NCACHBE0 和 NCACHBE1 寄存器提供非 cache 区域的设置。 
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NCACHBE0：非 cache 区 1 的开始地址和结束地址； 
NCACHBE1：非 cache 区 2 的开始地址和结束地址。 
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